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Jonctiunea PN. Dioda semiconductoare.
Jonctiunea PN

Jonctiunea PN este reprezentata de suprafata de contact dintre doi semiconductori unul de tip P si
unul de tip N. In jurul suprafetei de contact electronii din semiconductorul de tip N trec in
semiconductorul de tip P si ocupa golurile. Rezulta o portiune saracita de purtatori de sarcina
electrica majoritari dar ionizata pozitiv in semiconductorul de tip N si negativ in semiconductorul de
tip P. Se creaza astfel o bariera de potential si un camp electric intern care nu permite deplasarea
purtatorilor majoritari prin jonctiune.
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Dioda semiconductoare
Dioda consta dintr-un semiconductor de tip P alaturat cu unul de tip N.

La polarizarea directa a diodei, adica borna pozitiva la semiconductorul P si cea negativa la
semiconductorul N, odata cu cresterea tensiunii electrice bariera de potential si campul electric
intern scad si dispar iar dioda conduce curentul electric.

La polarizarea inversa, pe masura ce tensiunea creste in valoare absoluta bariera de potential si
campul electric intern cresc, iar dioda nu conduce curentul electric. Totusi la valori mari ale
tensiunii inverse (de ordinul miilor de Volti) dioda se strapunge, fenomenul numindu-se strapungere
Zenner.
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